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Se la densita dei dispositivi integrati raddoppia ogni 3 anni e oggi ¢ possibile integrare
500000 transistori in un mm quadrato di silicio, quanti transistori si avranno in un chip di
lem x lem fra 4.5 anni?
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Se K’n/K’p= 3 qual ¢ la dimensione dei transistori NMOS in un gate NOR a 2 ingressi, in
logica FCMOS), in cui i PMOS abbiano Sp=2 e i fronti di salita e discesa hanno la stessa
durata.
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[lustrare almeno un principio di funzionamento di un tipo di memoria non volatile
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Perché un pass transistor NMOS ¢ piu lento in risposta ad un fronte di salita che ad un
D fronte di discesa? ] .
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1) Si realizzi la funzione in logica DOMINO
2) Supponendo Sn =2, Sp = 4 calcolare il ritardo, in fase di valutazione, di caso peggiore attraverso

la cascata di gates, assumendo che i transistori siano a dimensione minima (in f1 e f2)
3) Si realizzi la funzione in logica FCMOS (sono disponibili gli ingressi in forma vera e negata)

i S

<R
]

_—




psilimra C;]gl GJ,—{# A
/ L—{ﬁ {
\ il
,9 La - é&t i’=6',2,ﬂps:z<; a -Gl "6 2336PF
. r 1L | | 6)_,3@}{-’ l=0,423
A 36 = él(}'@ea 8 )V:
TFA Coy=GxL"6-2536
{:33 ___.2__ T-a9k 3[1 psec Ov A0k = @@L{F

L3

/{ L3165 F = 6 meec
fo 4
9?4&*(;) K *;7[: I{P‘T‘PD‘\-.L")‘K @_) =

(T3 &) {74y) = (82 -R) (34




L L1] L2] L3} L4 Totale

2121212

1)Supponendo che il valore iniziale di O sia “0”, tracciare la
_A_ X J. forma d’onda di O,X,Y
Y o 2)Se Sninv = 2, Spinv =2 calcolare il tempo necessario perché
un fronte 0->1 e 1->0 sul nodo X si propaghi sul nodo Y (si
trascurino le capacita di D e S dei pass-transistor)
3)Il circuito di uscita ¢ sequenziale, statico o dinamico?
4)Tracciare le forme d’onda in O,X,Y se i due pass-transistor

CLK I—\_,—\_Vengono invertiti
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PARAMETRI TECNOLOGICI (Vi =3.3V)

n— channel p— channel
V., 0.7V - 0.7
K 100 pA/V * 50 uA/V ?
C, 3.45 fF/ pm? 3.45 fF/ pm?
L . 0.35 um 0.35 um
A 0 0
Y 0 0
RV, =IVy ,90%,S =1) 5.39 kQ 10.7 8kQ




